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(57) Abstract: The invention relates to a method for simultaneously obtaining at least one
pair of structures (51, 52) each having a useful layer (110, 120) placed on a substrate (71,2).
This method is characterized by comprising the following steps consisting of: a) preparing
a row structure (1) having a useful layer placed on a supporting substrate (2); b) forming a
fragilization area inside said useful layer whereby defining a front useful layer (110) and a rear
useful layer (120); ¢) adhering a stiffening substrate (71) to said front useful layer (110); d)
removing the stack of layers along the fragilization area in order to obtain two row structures
(2), the first (51) containing the supporting substrate (2) and the rear useful area (120), and
the second (52) containing the stiffening substrate (71) and the front useful layer (110). The
invention is for use in the fields of electronics, optoelectronics or optics.

(57) Abrégé : L’invention concerne un procédé d'obtention concomitante d'au moins une
paire de structures (51,52) comprenant chacune une couche utile (110,120) reportée sur un
substrat (71,2). Ce procédé est remarquable en ce qu'il comprend les étapes consistant a : a)
préparer une structure de rang 1 comprenant une couche utile reportée sur un substrat support
(2), b) former une zone de fragilisation a l'intérieur de ladite couche utile, de facon a y défi-
nir une couche utile avant (110) et une couche utile arriére (120), ¢) faire adhérer un substrat
raidisseur (71) sur la ladite couche utile avant (110), d) procéder au détachement de I'empile-
ment de couches le long de la zone de fragilisation, pour obtenir deux structures de rang 2, la

premiére (51) comprenant ledit substrat support (2) et ladite couche utile arriere (120) et la seconde (52) comprenant ledit substrat
raidisseur (71) et ladite couche utile avant (110). Applications dans les domaines de 1'électronique, I'optoélectronique ou l'optique.
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